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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование компетенций в области физических процессов, протекающих в полупроводниках, являющихся

основными материалами элементов и приборов электроники и наноэлектроники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

- элементарную теорию электропроводности полупроводников;

- основы зонной теории строения твердых тел;

- основные кинетические явления, возникающие в полупроводниках;

Уметь:

- определять основные характеристики электропроводности полупроводниковых материалов;

- оценивать электрические и фотоэлектрические свойства полупроводникового материала на основе данных о его зонной

структуре;

- рассчитывать параметры кинетических процессов в полупроводниках;

Владеть:

- методиками измерения ширины запрещенной зоны полупроводниковых материалов;

- методиками измерения подвижности носителей заряда;

- методиками измерения времени жизни неравновесных носителей заряда;

ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

- процессы и явления в полупроводниковых p-n переходах;

- фотоэлектрические явления в p-n переходах;

- полупроводниковые приборы и устройства электроники;

Уметь:

- рассчитывать параметры контактных явлений в полупроводниках;

- рассчитывать фотоэлектрические характеристики полупроводниковых приборов;

- рассчитывать параметры полупроводниковых приборов и устройств электроники;

Владеть:

- методиками измерения параметров фоторезисторов;

- методиками измерения фотоэлектрических свойств p-n переходов;

- методиками измерения параметров полупроводниковых приборов и устройств электроники.


